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53)  LOGISCHE VERKNUEPFUNGSSCHALTUNG VOM UND-TYP

57) Dis Jogische Verkn(ipfungsschaltung vom UND-Typ dient zur Verarbeitung logischer Signale
speziell in integrierten Schaltungen, wenn an die Signallaufdauer fir einen Eingang nicht erhdnte
Anspriiche gestellt werden. Die Aufgabe bestsht darin, den Platzbedarf und den mittlersn
Stromverbrauch durch Verwendung von Transfertransistoren zu senken. Erfindungsgemal
werden die Eingénge Uber Transfertransistoren vom Enhancement- sowie vom Depletion-Typ
mit dem Ausgang verbunden, wobei das Gate des Depletion-Transistors mit dem Ausgang
verbunden ist. Das Gate des Enhancement-Transistors ist mit dem anceren Eingang verbunden.
Fig.1

8§ Seiten



=
£
(o
.,
X
Cora

!
N

)

Logische Verkniipfungsschaltung vom UND-Typ

Anwendungsgebiet der Erfindung
""" Die Erfindung betrifft eine in MOS-Technik ausgefiihrte
Schaltung zur logischen Verknipfung von zwei binfren
Schaltvariablen., Die Schaltung wird in elektronischen
Informationsverarbeitungseinrichtungen, insbesondere
in hochintegriérfen elektronischen M0S-Schaltkreisen
benutzt. -

Charakteristik der bekannien technischen Lisungen

Bine bekannte logische Verkriipfungsschaltung vom UND-
Typ in MOS—Technik besteht aus zwel hintereinandergé—
schalteten Negatoren, wobeli der erste Negator zwei in
Reihe geschaltete Enhancement-Schalttransistoren ent-
hdlt. Die Gate der Schalttransistoren sind dabel mif
den Eingangssignalen belegt.
Insgesamt enthilt die Schaltung finf Trensistoren.

t I = IS, wobel Is

Der mivilere Stromverbrauch betrd m
der Sattigungsstrom eines der beiden Depletion-Last-

g
- transisvoren ist.
Weiferhin ist bekannt, zur Vermeidung der Reihenschsltung
der Enhancement-Schalttransistoren im ersten Negahor,
ein NOR-Glied mit negierten Eingdngen zu verwenden.
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Diese Schaltung enthélt sieben Transistoren und der
mittlere Stromverbrauch betrédgt bei gleicher statisti-
her Hiufigkeit der Eingangsveriablen I = 1,25 IS.

Eine weitere Méglichkeit bestent derin, zwel in Reihe
geschaltete Enhancement-Schaltt ransistoren mit der
Betriebsspannung UCG und iiber einen Depletion-Transistor
mit Masse zu verbinden.

Hierbei ist nachtellig, daB die AusgangssSpannung die um
die Schwellspannung verminderte Betriebsspannung ist

und daB die nachfolgenden Stuf fen {iber den Depleticn-
Transistor verzdgert entladen werden, was einer
scalechten high-low-Flanke entsprichi.

Bei den bekannten Schaltungen ist die Signallaufdauer
von einem Bingang zum Ausgeng gleich und wird durch dis
Lastkapazitéten am Ausgang und an den tbrigen Gate-
Source-Knoten der gewelllgsn Depletior~Transistoren
beeinfluBt,

Bs gibt Anwendungsfdlle, z.B. 1n takbgesteuerten 3¢
tungen, bel dene n gleiche Signal 1laufzeit von beiden Ein-

gingen zum Ausgang nicht gefordert wird
Ziel der Erfindung

Das Ziel der Zrfindung beshent darin, eine logische

Verkniipfungsschaltung vom UND-TyD fir zwel Veriable zu

schaffen, die bei geringer Signallaufdausr mindestens

von einem der beiden Binginge (E1) zum Ausgang mit
e

weniger Elementen gleichzeitig eins z° ring

LSromauf nehme besitzis

Darlegung deg Wesens der Erfindung

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, mittels Trans-

fersransistoren eine logische Verkniipfungsscheltung
vou Uﬁrwfyp zu schaffen, die mit weniger Ilementen elns
geringere mittlere Stromaufnahme besitzl.
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Merkmale der Erfindung
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ZriindungsgendB ist der erste Eingang E1 iber einen
ersten Transfertransistor vom Enhancemert-Typ und der
zwelte Blngang E2 {iber einen zweiten Transfertransistor
vom Depletion-Typ mit dem Ausgang verbunden. Dabei ist
das Gate des ersten Transfertransistors an den zweiten
Eingang E2 und das CGate des zweiten Transfertransistors
an dem Ausgang A angeschlossen,

Betrégt das Potential an E2 entsprechend der—logischen

GroBe "OM™ etwa O Volt, ist der Transistor 1 gesperri,
d.h. das Slgnai an B1 hat keinerlei ZinfluB. Am Ausgang
A stellt sich ein Potential ein, das gleich dem Pote
tial an B2 ist, also etwa C Volt.

l)

w

Falls am Ausgang A eine Xapazitét gegeniiber dem Bezugs-

potential vorhanden ist und diese aufgeladen war, stellt
sich das Potential von O Volt am Ausgang A erst allmih-
lich ein, indem sich die Xepazitit iiber den zweiten

Trensfertransistor entlid.

Nimmt das Potential an E2 einen Betrasg an, der der logi-
schen Grofe "™ zugeordnst ist, so ist
Ttransistor s
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soban das Posentia

Eingang 32, vermindert um die Schwellspannung des

v
Znhancement~-Transistors. Dana sorgt der zweite Transfer-

Ur die restliche ZrhShung des Ausgangs—
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Die Signallaufzeit vom Eingang BE1 zum Ausgang A betrigh
e - C T U . U N
o= 5 F (U U Schalt’®

Dabei ist ¢ die Lastkapazitét am Ausgans A und 4B die
Steilheit des ersten Transfertransistors. Der Faktor F
wird von den Spannungswerien an den Eingdngen B1; B2
(U 3 ’2), von der Enhancement-Schwellspannung (Uﬁ) und
15 e i e
Scha l'>’ die dle
logischen Zustdnde O und 4 voneinander trennt, bestimmt.
zlle unter-

von der definierten Schaltschwelle (U,

ol

Dieser Faktor LSu fiir verschiedene Betriebsd
schiedlich. '

Wesentlich ist, daB diese Signallzuf
nathematischen Zusammenhang mit



Ausfibhrungsbeispiel

Die Erfindung ist in einem Ausfihrungsbeispiel und
anhand einer Zelichnung ndher erliutert.

Debei zelgt Fig. 1 die erfindungsgeméfe Verknipfungs-
schaltung.

Die erfindungsgemiBe logische Verkumipfungsschaltung

vom UND-Typ besteht aus einem ersten und einem zweiten
Transfertransistor 1; 2. Der Eingang B1 ist iiber den
ersten Transfertransistor 1 und der Singang E2 iiber den
nsistor 2 mit dem Ausgang A verbun~

o

zwelten Transfertrar
den, dem eine die folgende Schaltung simulierende
Kapazitét C nachgeschelbtet ist. Das Gate des Transfer-
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BErfindungsanspruch

Togische Verkmipfungsschaltung vom UND-Typ mit zwei
Eingingen, gekennzeichnet dadurch, deB der erste
Eingeng (B1) iiber einen ersten Transfertransistor (1)
vom Enhancement-Typ und der zweite Bingang (E2) Uber
einen zweiten Transfertransistor (2) vom Depletion-
Typ mit dem Ausgang (A) verbunden ist, wobei das

cate des ersten Transfertransistors (1) an den
zweiten Bingang (E2) und das Gete des zweiten
Transfertransistors (2) an den Ausgang (4) ange-
schlossen isb. ' S

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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